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Transistoren, professionelle Typen
Germanium-Transistoren
n Kennwerte Grenzwerte
-Ugso = 8V
Iego = 50 A bei-Ugg= 2V 'Zm = ﬁx
- = - = ~YEeBo =
ADY 26 leso = 05 mA bei-Uss-80V leay = BA
Ucgear = 05 V bei-Ip =25A,-Ig= 25A
PNP-Transistor fiir B ~ = 80(z40) -lem = 30 A
Leistungsversirker Ugpe =08 V beiUes = 0, I=5 A Tgav = 3A
und -schalter = 25( 15) ) ~lIgw = 5A
Uge =12 V | beilUgg = 0, Ig=25 A Prot = 100 W
f, 2100 KkHz bei-Usg=12V,-Iz= 1 % = 80°C
R e = 0,6 grd/W
ADZ 11 ADZ 12
. -Ucgo= 50 80
-Icgo =02 mA be! -Ueg= 2V ~Ugeo= 40 60V
ADZ 1 -Icgp = 8 mA  bei-Ucso mox ~Uggo= 30 50V
ADZ 12 BUczm s ‘2; VvV bei-lp =15A I ay = 15 A
2 . - =
PNP-Transistoren fir | —up, =12 V YbeiUos = 0, -Io= 5A _fc Moz 2g ':
Leistungsverstarker z 15 [ -IB“ = 4 A
und -schalter U, =20V (beilUcs = 0 -Ic=15A eM =
BE A ) Prot 45 W
fr 2100 kHz bei-Ugs=12V,I;= 1A s, = % °C
Riwe = 0,8grd/W
-Icgo = 0TpA  bei -Ugg = 20V
-1, = 25 uA . ~Ucgo = 30 V
o = kA ) bei —Uge = 12V, L= 1.5 mA D s
AFY 16 fr =550 MHz bei -Uce = 12V, I =1,5mA -Ueso= 05 V
. F = 7dB  bei -Uge = 12V, -Io =15 mA, -Ie = 8 mA
PNP-Transistor ' f = 800 MHz -l = 1 mA
muﬂ'{.:&'m'}!‘.f‘.ﬁ'i'a'é"n"um bei ~Uog =12V, I = 1.5 mA, f = 800 MHz: ez B
g1 =1 mS  |yszs] =04 mS  gr2,=05mS Y
“byp=1 mS -,;,=120 ° byzp=15mS
|Yzrs] = 14 mS Reu = 075 grdimW
P21 =
Nicht fiir Neuentwickiungen
~Ipgo s 3pA bei -Ugp =5V ASY 26 ASY27
IpoS3pAbei -Ugg =5V ~Ucgo= 30 25V
ASY 26 ASY 28 asY 27 Uoeom 15V
ASY 27 B 15 20 T2 e ma
PNP-Transistoren bei -Uce =1V, -Ic =200 mA .12:4" = 30 mA
tiir mittelschnelle B=30...80 50...150 Put = 150  mW|
Schalter bei ~Uge =1V, -Ic = 20 mA 8, = 8 °C
frz 4MHz 6 MHz
bei -Ucg =5V, -Ic = 3mA Runu < 04 grd/mW
e Kennwerle Grenzwerle
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i]] Kennwerte Grenzwerte
Nicht fiir Neuentwicklungen Iegos3 uA beilUgg=5V ASY
Iepos3pA beiUgg=5V 2 ASYZ9
Uego= 30 25V
ASY 28 ASY 28 ASY 29 lceo= 15 V
Bz 20 30 Uggo= 20 v
ASY 29 bei Uge =1V, Io = 100 mA Icav = 200 mA
NPN-Transistoren B=30...8 50...150 Iy = 00 mA
fiir mittelschnelle Schalter - bei Uoe =1V, Ic= 20 mA Py = 150 mw|
Bz 30 50 s, = 8 °C
bei Uge =1V, I = 10 mA
frz  4MHz 10 MHz
bei Uge =5V, Ip = 3mA Ry = 04 grd/mW
Nicht fiér Neuentwickiungen Icgo = 3 pA beilUgg= 5V
Iego s 3 pA beilUgg= 5V Ueso = 30V
Ucgeor 03V  beilp =200 mA Uego = 15V
ASY 73 ASY 73 ASY 714 ASY 75 Verom XV,
ASY 74 B =z “ 8 P = 140mW
bei uc, =0,-Ir= 50 rnA ot o
ASY 75 B 20 50 4 = 75°C
NPN-Transistoren bei Uc, =0, -1 =200 mA
fiir mittelschnelle 20 30
Schalter bei uc, =0, I = 400 mA Ry 50,35 grd/mW
fr > 4 6 10 MHz Rie =02 grd/mW
bei Ugs =5V, e = 3 mA
A
Nicht filr Neuentwicklungen _ f"" < '28 “ 2 te: _ an _ : g ¥ .g; L J—
~lgpo = 20 A bel ~Ugg = -Ucgo= 40 60V
ASY 76 ASY76,ASY77  ASY &0 ~Uego= 200V
ASY 77 B =2...130 >50 —;.m = 1% ::2
bei Ugg = 0, I = 300 mA oM =
ASY 80 Bx el 2t £ m 0 Po = 50 mW
"fé:'m:"" bei ~Ugg = 1 V, —I = 600 mA & - 8
frz 500 kHz 700 kHz Rmo = 0,075 grd/mW
bei ~Uee =5V, Ie = 10 mA 1y ASY80:—Uqzg=max.32V]
Ipo 501 mA bei-Usg= 05V Tloav= b ﬁ
ASZ 15 “Ucgeor= 04 V  bei-Ip =10 A, -Iz=1A e - A
. = - = ~igAay =
ASZ 16 fr 2200 kHzbei-Ug= 5 V,-Io=1A B A A
ASZ 17 ASZ15 B =20...55 bei-Uge=1V,-Ic=1A Pt = 30 W
=15...30 bei-Uge=1V,-I;=6A , = 9 °C
Asz 18 ASZ16 B -45...130 bei -Upe =1V, -fo=1A asLis, hszs
PAP-Transisioren =35...80 bei-Uce=1V,-Ic=6A “hcso= oy
fir Leistungsschaller, | ngp g7 5 - 25...75 bei-Upe=1V,-Io=1A aSZ16,
= oo —Uce = s~ =
paarweise fiir Gegentakt- =20...45 bei-Up=1V.-Io=6A fzz:f;lsz 1160 v
Schaitungen ASZ18 B =30...110 bei ~Upg =1V, - =1A ~Ueso= oV
=20...65 bei-Uge=1V,-Iz=6A PWPTEITT]
T Kennwerte Grenzwerte




< Silizium-Transistoren
® n Kennwerte Grenzwerte
-Igo s 100 nA bei-Ugg = 20 V -Uego = 30V
BCW 29 ~Ucgoer < 300 mV bei -Io = 10 mA, Ig=05mA | -Ugeo = 20 V
= BCW 30 . 7Y
< |  PNP-Planar-Epilaxial- bei-Uce=5V:BCW23  BCW 30 ‘5“" = S0 mA
© Transistoren fiir B = % 150 bei -Io= 10 A | “lew = 200 mA
= B =120...260 215...500 bei-fg= 2mA | Pt = 110 mW
Verstérkeranwendungen 8 - 125 °C
Z | in viinn- und Dickfilm- fr = 150 150 MHz bei -/ = 10 mA y
= i F s 10 10dB  bei -l = 200 pA
- schaltungen Ry =09 grd/mW
=
o
(-4
c
m BCW 31 Icgo = 100 nA bei Ugg= 20V Ucso = 0V
= BCW 32 Ucesor < 250 mV beil; = 10 mA, Iz = 0,5 mA Useo = 20V
=| Bcwss ; Yeoo = SV
E - beiUce=5V:BCW31 BCW32 BCW33 Ioav = 50 mA
m NPN-Planar-Epitaxial- B = 90 150 270 bei Ic = 10 pA Iey = 200 mA
Transistoren filr B =  10...220 200...450 420...800 beil= 2mA| Per = 110mW
Verstirkeranwendungen | f; = 300 300 300MHzbei I = 10mA| & = 125°C
in Dinn- und Dickfilm- | F = 10 10 10dB  bei I =200 pA
schaltungen Ry =09 grd/mW
BOWAS |1, 5 1044ttt e san
BCW 47 Uck sor < 250 mV bei I = 10 mA, I = 0,5 mA U 60 45 20 v
BCW 48 bei Uge =5 V: Uggo= 6 6 5V
= BCW 49 B m%“:'s:’ 1?:':)0 22:):"2» bei o= 2mA| leav s 20 mA
= ee e . c= = m
o| NwPmaralmdial | g gp5 500 125900 240...900 beil= 2mAl 5 L i50  mw
S Transistoren fr = 300 300 300MHzbei [o=10mA| 37" _ 425 o
o= | filr Verstdrker- und Schalter- | pow 49
E anwendungen F = 4dB bei Uge =5V, I =200 pA, f=30...15000 Hz | Rypy s 05 grd/mW
=
~ BCW56 57 58,59
= Bcw 56 -Icgo = 10 FA be! ~Ucso mox ~Ucgo =80 50 ,30 v
E BCW 57 ~Ugg ot = 300 mV bei -I¢ = 10 mA, -5 = 0,5 mA “Uegy =60 45 20V
m BCW 58 bei ~-Uge =5 V: ~Uggo= 6 6 5V
m v, o’
= BCW 59 BCW 56, BCW 57 BCW 58, BCW 59 ) oay = 100 mA
m - B = 110...220 110...450 bei-Ic= 2mA | %" = 200 mA
Z | PNP-PamarBpitaxial- | 5 _ 45 260 125...500 bei-Ic= 2mA | p" 2 150 mwl
m Transistoren tr = 150 150 MHz bei -Ic=10mA | 3, - 125 °C
filr Verstdrker- und Schalter-
BCW 59
anwendungen F s 4dB bei -Uge =5V, -Ic = 200 pA, f=30...15000 Hz| Ripy = 0,5 grd/mW
8 Grenzwert
] T Kennwerte renzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Nicht fiir Neuentwicklungen -LI/" 0= 1 63 .-.,:‘l ge; .}/c,,. 2: VA . A %; g‘, gg a
—YcEsat= m el -l = mA,-Ig=3 m
BCY 30 F "2 8 dB bei-Up= 2V, -Io=05mA, BCY 32
BCY 31 R, =509, f =1 kHMz |-Ucso= 64 2V
BCY 32 BCY30 BCY31 BCY32 BCY33 BCYa4 | ~Veeo - 5 25V
B =15...3525...60 35...80 15...35 25...60 | °Av ~ 50 mA
BCY 33 . bei ~Uge =6V, —Ig = 1 mA ;ch - ;oo mA
BCY 34 B =10...3515...60 20...70 10...35 15...60 |, 13 an
PHP-Transistoren bei -Ucg =45V, -Ip =20 mA J
fiir NF-Verstirker fr =1,2MHz 1,7MHz 25MHz 1,5MHz 24MHz [Ryy = 05 grd/mW
bei -Uce =6V, -Ic =1 mA Rmo = 0,35 grd/mW
Nicht fiir Neuentwickiungen BCY Be
‘lcga = 1 DA bei -ch =6V IGV%’ 3!' g'l:'
BCY 38 ~Uggsor <880 mV bei -/ = 125 mA, -Ig = 17 mA -Z‘,N- 32 64 50V
- = 24 60 50V
BOY 39 BCY38  BCY33  BCY40  BCYS54 eee
B =2 30 35 50 -Uggo= 2 V
BCY 40 bei ~Ugg =1V, -I = 30 mA —;cAv = g:g mﬁ
BCY 54 B =10...30 10...50 15...120 12...70 |_SM _ m
N 15 125 mA
PNP-Transistoren bei ~Uge =1V, -Ic = 150 mA Pot = 500 mW
fiir NF-Versthrker fr =1,5MHz  15MHz 25MHz 20MHz |3, = 150 °C
bei -Uge =6V, I = 1 mA wo = 03_grdimW
Rio s 0,12 grd/mW
Einzeltransistor: Einzeltransistor:
Icgo = 10nA  beiUgg=45V Uego = 45V
BCY 55 Iso = 10nA  bei Uss= 5V Uceo = 4: x
NPN-Planar-Transisiorpaar Ucesrs 1V beile =10mA, Ig= 05mA }’Eso = NN
in gemeinsamem =100-300 bei Uge= 5V, I =10 pA cav = 4 mA
Rluminiumquader, B =200-600 bei Uge= 5V, Io=10 mA Fgu = a0 mW
filr rauscharme =150-600 bei Uge= 5V, Io= 1 mA tot = prad ‘I’“C
Differenzverstirker f; = S50MHzbeilUge= 5V, Ic= 05mA & =
Transistorpaar:
I/l = 0,93(085...1) bei (lg,+lc2)2 s 160 uA Ry = 0,33 grd/mW
BCY 56 Icgo 501 pA beilUgg= 20V 10 mA Ugso = ":4'55 3205737
BCY 57 Ucesar = 200 mV bei Ic =100 mA, IB =10m Ucgo = 45 20V
NPN-Planar-Epitaxial- bei Uge =5 V: BCY 56 BCY 57 yeao = og xA
Transistoren B =100...450 200...800 beilo= 2 mA 1°‘V : 200 mA
filr rauscharme NF- und B =125...500 240...900 beilc= 2 mA ,f" - 300 W
MeBverstarker fr - 20 350 MHz bei I, =10 mA ’M - 7 o
F = 15(s5 dB beilp= 02mA J
Ry =05 grd/mW
n Kennwerte Grenzwerte




(4%

JINIWIIINVEYILITIAIVH OAIVA

JINIWTIINVEYILITIGIVH OAIVA

£ee

n Kennwerte Grenzwerte
Ices = 10nA  bei Uces max v 36'3523 BCY
BCY 58 Ugtsor S350 mV bei Ic = 10 mA, I = 250 pA ces = sV
BCY 59 Ucevor = 0,7V bei [o = 100 mA, I = 2,5 mA Zm = & ; % ‘6
U, =550...700 mV . €8O =
NPN-Planar-Epitaxial- 120,630 bei Uge =5V I = 200 mA
Transistoren B. =125...700 I =2mA Ig = 5 mA
fiir Verstarker- und fr 2 125 MHz bei Uce =5V, Io = 10 mA ':m : 20(1’ Vé
Schalteranwendungen F = 6dB  beilce=5V,Ic=200pA ’
R",u s 045 grd/mW
Ripe = 0,15 grd/mW
BCY BCY BCY
BCY 70 ~Icgo = 05pA  bei -Ucpo max 7 711 12
~Ucgsor =250 mV  bei-Ip =10mA,-Ig= 1mA ~Uggo= 50 45 25V
BCY 71 ~Uggsor 500 mV  bei-Ip =50mA,-Ig= 5 mA —Uggo= 40 45 25V
BCY 72 fr z 15 MHz bei -Uge =20V, -Ip =100 pA N’
PYP-Plamar-Eptala fr 2 200 MHz bei ~Ugg =20V, -Ip= 10mA '?an= ” og VA
' b s ~lew = m
Transistoren BCY70 BCYTI BCYTZ P T 30 mW
fiir Verstarker- und Schalter-| 3 % 45 %0 40 bei-lo - AmA 15, - 20 °C
B z 50 100 50 bei-Ip = 10mA
anwendungen F s 6 2  6dB bei-lo = 100 A
¢ Rpy s 05 grd/mW
~Ices s 20nA  bei 0,75« —~Uces max U 'f'a? '% 1\’,
—Ucgaar 5250 MV bei -/ = 10 mA, =I5 = 250 pA cES
BCY 78 ~Ugeo=32 45V
BOY 79 bei -ch=5V2 —Uzso' 5 v
PNP-Planar-Epitaxial BCY 78 BeY 19 _;: : % :ﬁ
-rianar- - B =120...630  120...460 =
Transistoren fir p 125,700 125...500 \ bei-lo= 2mA | P = T W
NF-Verstarker ~Uge = 650 mV J
fr = 180 MHz  bei-Ic= 10 mA R
I = su = 05 grd/mW
F = 6 4B bei-Io=200pA | Y 2 on o mW
Einzeltransistor: BCY 87 BCY 88 BCY 89
BCY 87 ;] = 100-450 100-450 50-450 Ucpo = :g \\;
bei Ugg =10 V, I = 50 A Uceo =
BCY 88 fr z 10 10 10  MHz Ugso = 5 V
BCY 89 bei Ugs = 10 V, I = 50 pA I = 2x30 mA
NPN-Planar- F = 4 5 5 dB Pt = 2x150 mW|
Doppeltransistoren bei Uce = 5V, Ic =50 pA 4 = 175 °C
fir rauscharme Transistorpaar:
Differenzverstérker Iolcp = 09-1,1  08-1,25  0,67-15
bei ~(gq +Iez) = 100 pA Ry = 1grd/mW
n Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Ucso = 100 V
BDY 20 IBcso H » 5 on bei Ugg = 100 V Ugeo = 60 V
=2...7 - - Uggo = 17V
(2N3055) | U s 18V Jooitoes aV.Lo - an|feeo 15 A
NPN-Lelstongstransistor | Ucgsars 11V beilo = 4A Iz =04A Ly = 15 A
fiir Yerstirker fr = 1MHz beilUp= 4V, = 1A Pt = 115 W
und Schalter 4 = 20 °C
Rue s 1,5 grd/W
cho = 50 V
BDY 38 Iso s 1mA  beilUsp=50V el o9y
Rl-lf:lﬂ'nnosmnsmr ZBE ol Y } bei Uge= 4V, Io= 2A fow = 6 A
i Skt Uogsar SOT V ~ beile = 24, 1s-027 Bl s w
fr = 1 MHz beilUg= 4V, I;= 1A s, = 200 °C
Rmo = 1,5 grd/W
BDY 60 61 62
BDY 60 Ucesm = 120 100 60 V
BDY 61 Ies s 1mA  bel Ucesu mox Uogo = 80_80 0V
BDY 62 Ucteor s 09V beile = 5AIg=05A A
NPN-Planar-Epitaxial- Bz 45 ' beilUoe=10V,Ic=05A ;alv : ! ':
Transistoren fr =100 MHz beiUgz= 5V,/c=05A oM -
flr Leistungsschalt Pt 5w
r Leistungsschalter o - s oC
Rpe s S grd/W
BDY %0 91 92
Ucso = 120 100 80V
U, =05V : =
BDY 90 et 2V Y beile = 5 A ;=05 A Uceo = 100 80 60V
BDY 91 Ucgsar s 1.5 V } beilp, =10A Ig= 1A Ueso = 6 Vv
BDY 92 pEsat = 1,5 V Ieav = 10 A
z bei Ue = 2V, Io = 1 A Iew = 15 A
NP-Transistoren B = 30...120 bei Uge = 5V, I = 2 A Igav = 2 A
fir Leistungsschalter B =2 bei Uge = 5V, I =10 A Igy = 3 A
fr 245 MHz bei Uge = 5V, Ic =05 A Po = 40 W
8, = 150 °C
Rue = 2,5grd/W
Typ Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Grenzwerte
Icgo = 10pA bei Ugg= 20V
Ucggor = 0,75V bei I; =100 mA, Iz = 10 mA
B z 25 bei Uge= 5V, I =50...150 mA gcaou = ggx
CE0 =
BFR 63 BFR 63 Uggo = 35V
BFR 64 fro 21000 MHz beiUge= 20V, =75 mA Ioay = 200 mA
NPN-Planar-Esitaxial P, = 150mW \ bei Uge= 20V, I = 70 mA, om = 500 mA
anar-Epitaxial- V, = 16dB f =200 MHz Pot = 35W
Transistoren 8, = 200 °C
flr Breitbandverstirker | BFR 64
fr 21200 MHz bei Uge= 20V, I =75 mA
P, = 150 mW \ bei Uge= 20V, I =70 mA,
v, = 16dB f =200 MHz Rwo = 33 grd/W
P, = 90mW \ beiUg= 20V, I;=70mA,
vV, = 65dB f =800 MHz
. U, = 25V
BFS 17 Icgo = 10nA  bei Ugg =10V Uz:: 5y
NPN-Planar-Epitaxial- B = 20...150bei Uee = 5V, /c= 2mA Icay = 25 mA
Transistor B z2 bei Uge = 5V, Io = 25 mA a2 50 mA
fr =10GHz beiUse= 5V,Io= 2mA P Z 110 mW
fr HF-Verstarker fr =13GHz bei Ug= 5V, o =25mA P = 10
bis in den GHz-Bereich F =45dB beilUge= 5V, Ic= 2mA, v
in Diinn- und Dickfilm- f =500 MHz, R, = 50
schaltungen Ry = 09grd/mW
Bl G IRr R, et B
se = U, el Ucg = yle = m cEo =
BFS 19 . F = 4dB beiUge=10V,Io= 1mA, I = 30 mA
NPN-Planar-Epitaxial- £=100 MHz, R, = 100 R Poe = 110 mW
Transistoren 3, = 125 °C
fir HF-Verstarker BFS 18 BFS 13 . v
in Dinn-und Dickfilm- | 230012 85,28 4 beilec= 10V
schaltungen L ? c = Im Ry =09 grd/mW
v Kennwerte Grenzwerte
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1] Kennwerte Grenzwerte
BFS 20 Usso = 30V
NPN-Planar-Epitaxial- lzf” = ;gg "»‘\\, bei Ucs = 20V Usgo = 20V
- Iran;irsmr 8" .'ss m } bei Uge =10V, Ic = 7 mA Lc = 1?3 mc«v
r IF- und HF-Verstarker . ot = m
. . fi = 450 MH bei Uge =10V, I = A o
in Dilnn- und Dickfilm- T z D8l Uee le=5m 4, =1286°C
schaltungen
Ry =09grd/mW
BFS 21 loss 505nA bei ~Ups = 20 V Uoss = BV
BFS 21 A -Us = 6V bei Ups =15V eso ™
N Ip = 20 mA
N-Kanal-Sperrschicht- Ipss =4...10mA beilUps =15V Is - 10 mA
Feldeffekt-Transistorpaare | Y27s] = 8 mS beilps =15V Puw = 250 mW
in gemeinsamer U,/VE =75nV/VHz bei f =10 kHz &y = 125 °C

S-Kiihischelle, fiir

Ipssillpssz =095 ...1,05

JINIWI1INVE¥ILIAIEIVH OATVA
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Differenzverstarker Ruy =04 grd/mW
Ucgsor = 05V beils =500 mA, Iz =100 mA
s bei Upe= 5V, I =500 mA BFS22 BFS 23
BFS 22 BFS 22 chaj i:g g ://
BFS 23 Iogo = 5mA beilUg= 14V Ioe =075 05 A
NPN-Planar-Epitaxial- fr =700 MHz bei Uce= 10V, [c=300mA Icw =225 15A
Transistoren P, = 4W\ beilUg =135V, Pu = 8 W
filr Treiberstufen n z 60% P, =630 mW, f=175 MHz 8, = 200 °C
in 175 MHz-Sendern BFS 23
Iceo = 5mA beilce= 28V -
7% 2500 MHz bei Uge = 20V, Io=200mA Rino s 22 grdiW
P, = 4WY beilUg= 28V,
n z 55% S P, =400 mW, f=175 MHz
Igsss|s 1A bei|Usys| =8V Ups = 20V
BFS 28 |-U,,, S5V bei Upg=20V, Ugps=4V |]u,,.s| - g vA
N-Kanal-M0S-Feldeffekt- . b = m
= =4V, I, =10mA: -
Transistor-Tetrode l:i; :‘;s - ;.36\./2 f’g;sv 4V, Ip=10m l;m - fgg ::n:w
(Verarmungstyp) Yars| = 13 mS bei f= 1kHz x
fiir HF-Verstarker y21s| = 11,2 mS bei f="500 MHz
F = 3 dB bei f=200 MHz Ry =055grd/mW
][] Kennwerte Grenzwerte
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Typ Kennwerte Grenzwerte
BFS 92 93 94 95 BFS 92
BFS 92 “Ugesr s 035 035 02 02V BFS 93 94 95
BFS 93 “Uprsr = 13 13 13 13V ~Ucgo= 100 80 40V
BFS 94 bei -Ip = 150 mA, -Ig = 15 mA -Uceo= 60 40 35V
BFS 95 “Ucgoar = 20 16 10 10V Ueso- B Vv
“Upgsr S 20 20 20 20V i 1 A
PNP-Planar-Epitaxial- bei -Ip = 1 A, -Ig = 100 mA Iy = 100 mA
Transistoren g 30 70 40 70 P = 5 W
fiir Yerstarker bei -Uge = 10 V, -Iz = 150 mA &, = 200 °C
und Schalter %b U15 0‘\5/ . 15 15
ei - =10V, -I. =1A
fr - 6 65 e 6 Ry =220 grdiw
bei ~Uge = 10 V, ~I; = 50 mA Ruo = 35 graiW
BFW 10 BFW 11
Igss = 05 0,5 nA bei-Ugs=20V +Upss = 30 V
BFW 10 Igss = 10 10 nA bei-Ups=30V Ul s v
BFW 11 Ipss = 8...20 . 4...10 mAbeiUps =15V “Ugso = 30V
N-Kanal-Sperrschicht. | ~Yos = 2.7 V. beilps =15V, [p=400pA| 7" - 20 mA
Feldetfeki-Transistoren |~ 0°S 1,25...35V beilps =15V.lp= S0MA| [, = 10 mA
] |V215]|=35...65 30...65mS beilps =15V, P = 300 mW
filr Breitband- und Ugs = 0, f=1kHz ot o
68 : &y = 200 °C
Gleichstrom-Verstarker | |y,,, |z 32 32 mSbeilps =15V,
Ugs = 0, f=200MHz
F s 25 25  dB beilps =15V, f=100MHz| & =" 0 69" (/mw
Icgo = 20pA beilUgg= 20V Ucso = 40 V
BFW16 A B z 25 bei Uge= 5V, Ic=50...150 mA Uceo = 25 V
BEWI17 A Ugesar 0,75V bei Iz =100 mA Ueso = 2 V
. I = 150 mA
NPN-Planar-Epitaxial- BFW 16A BFW1TA L2 300 mA
Transistoren fir Breitband- | 7 = 1.2 1,1 GHz bei Uee =15V, Ic=150mA | ZM 570\
und Antennenverstirker v, = 16 16 dB bei Ugg =18 V, Ic = 70 mA, (,M - 200 “°C
BFW 16 A: bis BereichV | p, = 150 150 mW f = 200 MHz J_ -
BFW 17 A: bis Bereich Ill V, =65 dB } bei Uge =18 V, Ic =70 mA,| Ry ys 250 grd/W
P, = 90 mW f = 800 MHz Rie = 50 grd/W
Tvp Kennwerte Grenzwerte
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n Kennwerte Grenzwerte
520 IR ™ IV, e oma |l T v
H el Ugg = yle=23...90m lceo = 0
BFW 30 f, =16 GHz bei Ugg = 5V, I, =50 mA Uo= 25 V
NPN-Planar-Epitaxial- V, =21dB beilUc= 5V, Ic=30 mA, Icay = 50 mA
Transistor f =200 MHz Iy = 100 mA
fiir HE-Verstarker Vo =15dB beilce= 5V, Ic=30 mA, Pt = 250 mwW
bis in den GHz-Bereich _f =800 MHz 8, = 200 °C
F~ s 5dB beilg= 5V, Io= 2mA,
f =500 MHz Ripy 50,7 grd/mW
B
Ucgsar = 0,75 \" bei I =250 mA,Ig= 50 mA BFW 46 BFW 47
BFW 46 e P YbeiUoe= 5V, Lo=250mA | Usso- 36 65V
=10... - 18
@N3924) |\ 7% MHz bei g =135V, L-tooma| g2l 1, #Y
BFW 47 P, z 4 W } bel Uge =135V, Ic=420mA,l ;" 500 350 mA
(2 N 3553) n z 70 % f =115MHz, P =1W | 100 _ 15 10 A
NPN-Planar-Epitaxial- | BFW 47 Po = 1 W
lmnsistm: fiir Ucgsars 1.0 x beil; =250mA Jg= S0mA| 4 = 200 °C
Treiberstufen g" Z10 '1"?100 } bei Ugg = 5V, Io=250 mA
in 175 Miiz-Sendern B =15...200 bei Uge= 5V, Io=125mA |—o—— 0y
fr = 500 MHz beiUy = 28V, I,=125mA | "o =29 9"
P, =z 25 W } bei Uge = 28V, I =180 mA,
n =z 5 % f  =175MHz, P, =250mW
tlUpss = 25V
U = 25V
-Igss = 1 nA bei-Ugs=20V Yogo =
BFW 61 Ipss = 2...20 mA beiUps =15V 1"’030 : gg XA
N-Kanal-Sperrschicht- -Ugs =05...75V beiUps =15V, Ip =400 pA ID - 10 mA
Feldeffekt-Transistor | -Up = 8 V. beilps =15V Po = 300 mW
Y21s| = 2...65 mS bei f= 1kHz }und Ups=15V,| &, = 200 °C
Ya1s] 2 1,6 mS bei f=10 MHz Ugs= 0V Ry =059 grd/mW|
Icgo = 50 nA bei Ueg =10 V
B =20...150 bei Uge = 1V, [o = 2 mA anau' fgx
BFW 92 B =z 2 bei Uge = 1V, Ic =25 mﬁ AP RY
-Planar-Epitaxial- fr = 10GHz bei Uyg =5V, Ic=2m o = %
NPl P::::;,sﬂ"“'“' fr = 18CHz boi Ugg= 5V, [p=25mA | foar - 25mA
P, = 8 mW \ bei Uge =10 V, Ip =10 mA, cM = m
fiir HF-Verstarker _ - Pt = 130 mW
) ) vV, = 23dB f = 200 MHz r
bis in den GHz-Bereich P, = 8 mW bei Uge =10 V, I =10 mA, &, = 125 °C
vV, = 11dB f= MHz
F = 4 dB bei Uge = 5V, Ic = 2 mA,
7 500 MHz, Rp = 50 Ry = 0,4 grd/mW
Typ Kennwerte Grenzwerte
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> Ty Kennwerte Grenzwerte
Nicht fiir Neuentwicklungen
Ipsy < 50 nA bei Ups =15V, ~Ugs= 15V tlps = 30V
BFW 96 oy =2 (= 30) Abel Ugm @Y T v
Dss = = mA bei Ups = 30 -U, = 30V
s N-Kanal-MOS- Us =2(-1...+65)V bei Ups=20V,Ip = 5mA | 21, - 350 mA
= Feldeffekt-Transistor . " ; Pt = 200 mW
S (Verarmungstyp) rgs = 10 R beiUps= 0V, Ugs =15V 5 = 125°C
= fiir Impedanzwandler Y27 = 25 mSbei Ups=20V,Ip = 5mA,
> =1
= und Verstarker f kHz Ry =05 grd/mW
=
m
=
(]
>
>
<
L]
-
m
=
m
=
-
m
Nicht filr Neuentwicklungen
Ipsy s 50 nA bei Ups =15V, -Ugs = 15 V tUps = 30V
BFx 63 bsv DS GS —Uz: _ 30 V
N-Kanal-M0S- Iss =2 (s30) mAbeiUps=30V Up = 30V
Feld : Uss =2(-1...+65)V beilUps=20V,I, = 5mA| _;° 50 mA
< eldeffeki-Transistor 20, s 8 V. bei Upg=15V o = m
™~ (Verarmungstyp) ) /:,,,, = ?50 :nW
< | firlmpedanwandler | fos = 10" R beilUps= 0V, Ugs =15V ko= 157C
L und Verstarker |¥21s|= 25 mS bei Ups=20V, I, = 5mA,
-3 f=1kHz Ry =04 grd/mW
=
= Icso = 10 nA  beilUg=15V
= Uggsar = 075 V. beil, =20mA Ucgo = 0 Vv
4 B =20...150 bei Uge= 1V,Ip= 2mA Uceo = 15 Vv
c BFX 89 B =20...125 bei Ugg= 1V, Ic=25mA Uggo = 25 V
= | Me-Pnartpiaxial | = 10 Gz beiloc= SV, [o= 2mA  jloay = 25 mA
= Transistor fr = 12 GHz beilce= 5V, Ic-25mA A 238 m@v
. = m
S| fir Antennenverstarker | Yo = 22 dB Y bei Ue =10V, /o= 8mA, s - 200 °C
S| bisEpeicay  |F2 - 6 mW f-200MHz
m
V, = 1 dB \beilUg=10V,I;= 8mA,
P, = 6 mW f =800 MHz Ry s 0,88 grd/mW
F = 33 dB  beif=200 MHz} und Ugg =5V,
F = 70 dB  beif=800 MHz I, =2mA
g T Kennwerte Grenzwerte
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][] Kennwerte Grenzwerte
Icgo = 0,05 pA bei Ucgomox BFY BFY BFY
BFY 50 BFY 50 BFY 51 BF’YGSZV 5 51 52
Ucgsor = 1,0 1,6 oAy Ucgo= 80 60 40V
BFY 51 “boily 1A Tg= 01 A Ugea= 35 30 20V
BFY 52 B z 30 40 60 Uggo= 6 6 6V
NPN-Planar-Epitaxial- « beilUee=6V,Ic=150 mA L = 4 a
Transistoren g = 15 15 15 - i W
1 HF-Verstrker bei Uoe =6V, Ic= 1 A - 00  °C
und Schalter = 4 60 120 v 7
bei Uge=6V,Ic= 10 mA
oz 60 50 50 MHz |Ruyo= 35grd/W
bei Uge =6V, Io= 50 mA Ry = 220 grd/W
Icso =10 nA  bei Ugg= 60V Ucso = M
BFY 55 Usersr 502 V. beil =150mA,Ip= 15 mA Ugo= 35V
(2 N 2297) Ucesars10 V. beilp = 1A Ig=01 A Uego = v
NPN-Planar-Epitaxial- B =40...120 bei Uge = 10V, I, =150 mA I, = 1A
Transistor B =15 bei Uge= 10V, o= 1 A Pt = 4W
fir HF-Yerstirker f; 260 MHz beiUse= 10V, Io= 50 mA 8, = 200 °C
und Schalter
Ring = 35grd/W
Ry =220 grd/W
Nicht filr Neuentwickiungen
) Ucso = BV
I, =10 nA beiUgs= 60V
BFY 67 Uger 15V } beillca=150 mA, Iy = 15 mA ZM" - m
(2 N1613) Ugeror 13 V ¢ e U - 7V
BFY 68 BFY 67 BFY 68 Ioay = 500 mA
B z 3 - 75 beil, = 10mA cm = 1A
(2N1711) B =40...120  100...300 bei I, =150 mA | Prr = 3w
R s beif -soomA | Py @ W
r Ar- .
und Schalter fr z 60 70 MHz bei Uge = 0V, RrhG < 58 grd/W
Io = 50mA | R, s 220 grd/W
Nicht fiir Neuentwicklungen
. BFY 674,
foso =20 nA  bel Ugs = 5V BFYGBA BFYGIC
cesat = 1 bei I; =150 mA, I = 15 mA -
BEYG7A | Umiisv 1% . bt v
BFY 67 C BFYBTA BFYGIC BFYG8A Uceo = 25V
Bz 35 30 5 beil; = 10mA| Ueso = 5 v
mﬁlFYIGSNA Bz 40 30 100 bei I, =150 mA| Icay = 500 mAl
i WFversarter | 2% 2 o bello -S0mA\few T
" frz 60 70 MHz bei Uge= 10V, | Lot = )
und Schalter e 8 © e somal = 20 C
R = 58 grd/W
Ry = 220 grd/W
T Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Icao s 10 nA beiUga=15V Unas = 0 V
B = 25...150 beiUge= 1V, Io= 2mA oo 5 v
= i = = CE0 =
BFY 90 B = 20...125 be! Uee= 1V, I =25mA Usno = 25 V
e fr 21,0 GHzbeiUg= 5V,Ic= 2mA
NPN-Planar-Epilaxial- | £ 2 1.3 GHzbeiUge= 5V, Ip = 25 mA Ieav = 25 mA
Transistor yarl= 45 mS beilUge= 5V.Io= 2mA,f=500 MHz | fom = o
flir HF-Verstérker Voo = 22 dB beilUce= 5V, Ic= 2mA, f=500 MHz | [t~ 200 “;:
bis in den GHz-Bereich | F = 5 dB beilce= 5V,Ic= 2mA, f=500 MHz J
P, = 12 mW \ bei Uge =10V, I = 14 mA,
V, =23 dB f =200 MHz
P, =12 mW  bei Uee=10V, Iz = 14 mA, Ry =088 grd/mW
vV, = 8 dB f =800 MHz Rine = 0,58 grd/mW
B = 60(510)}[“3i Uee = 5V, I = 200 mA BLY33 34
fr = 450 MHz Useo = 33 20V
BLY 33 BLY 33 Uego = 4V
BLY 34 Po= Wy bl U =28V, Ig = 160 mA, foav =03 A
NPN-Transistoren n = 65 % P, =280 mW, f = 175 MHz oM '
] Pt = 5 W
filr 775 MHz-Sender BLY 34 8, = 150 °C
P, = 3W ) bei Uge =138V, Ip = 270 mA,
n = 80 % P, =05W, f=175 MHz Rio = 25 grd/W
B = 60 (= 10) . _ BLY35 38
f, 430 MHz ) P Uee = S Vilo= 1A Useo= 38 20V
T CEO0
BLY 35 BLY 35 Usgo = 4 VvV
BLY 36 Py= 18 W -y bel Uoe =24 V. [c =084 A, fear = ?g z‘
NPN-Transistoren n = 65 % P;=135W, f=175 MHz oM Y
fir Sender bis 175 MH ' Poo = 12 W
r Sender bis 175 MHz BLY 36 s - 150 °C
P, = 13W N bei Uy =138V, Ic = 1,2 A,
n o= 19% i P/ =34W,f=175 MHz Riwe = 5 grd/W
B =z 10 bei Uge= 5V, Ig=500mA BLY'37 BLY53A
BLY 37 f;  =800MHz beiUge= 5V, Ig="500mA Ucso= 65 36V
BLY 53 A BLY 37 Ugeo = 36 18V
NPN-Planar-Epitaxial- P, + 6W \ beilUs= 28V, fm = °é7§ 1'32
Transistoren n =60% S P, s15W, =470 MHz P - 0w
filr Endstufen BLY 53 A f' = 200 °C
in 470 MHz-Sendern .
P, = TW \ beilUg=138V,
n = 170% P, =2W, f=470 MHz Ruo = 125 grd/W
v Kennwerte Grenzwerte
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Tvp Kennwerle Grenzwerte
B z 10 bei Ugg= 5V, Ic=250 mA BLY 38 BLY 76
BLY 38 BLY 38 Uego = 36 65V
BLY 76 fr  =1000 MHz bei Uge = 5V, Ip=250 mA Uceo= 18 38V
NPN-Planar-Epitaxial- | £z T 2 W) bei Uee = 138V, vt A
r-tp n = 60% S P,s05W, f=470 MHz Iey =15 10A
Transistoren - Pt = 5 W
filr Treiberstufen BLY 76 & = 20 °C
in 470 MHz-Sendern fr = 900 MHz bei Uge= 5V, Ip=250 mA
P, = 2W beilg= 28V,
n = 60% .S P, s04W,f=470 MHz Rino = 31 grd/iW
Ugeo = 20V
BLY 55 B = 60 (= 10) i - - Uso = 4V
vl £ - 450 MHz } bei Ue = 5V, o =200mA | ;=0 Ty
NPN-Transistor 1 = 3A
fiir 175 MHz-Sender P = 4W ) bei Uee =138 V, I = 420 mA, | M~ 1y
n = 70 % P, =04 W, f=175 MHz ot = \
8, =150 °C
Rpwe = 12,5 grd/W
BLY 57
BLY 57 Ioeos 100 pA  beiUge= 15V BLY57 BLYS8
B = 5...150 bei Uge= 5V, Ic =550 mA 7] = 36 v
(2 N 3926) f, = 250 MHz beilUe=135V.Ig=100mA | Usga= 18 V
Y 58 P, =z 7 W bei Uge =135V, Ic = 740 mA, Uggo = 4 V
BL noz 10 % } FEoATSMHz, P =2 W | Ipay - 10 15A
(2 N 3927) -
s BLY 58 Ioy 3,0 45 A
NPN-I’Ianng-Emtaxlal- Ieos 250 pA bei Uge = 15V Pp: =116 23 w
Transistoren B = 5..150 beiUps= 5V,Ic= 1A & = 200 °C
fiir Sender-Endstufen fr 2z 200 MHz bei U =135V, =200 mA
P, 2 12 W bei Uge =135V, Ic = 1,1 A,
n oz 80 % tE TsMHz P, 4w | Rwe =15 T6grdiW
BLY 59
BLY 59 Ico= 100 pA  belUge= 30V BLY5S BLY&0
B =10...100 bei Uge= 5V, I =250 mA Upso = 6 V
(2 N 3375) f; = 500 MHz beilp= 28V.Ip=125mA | Usge=- 40V
BLY 60 P, 2 15 W bei Uce = 28V, I = 410 mA, Uego = 4 V
n =z 6 % f =100MHz P, =1W | I, = 05 1A
(2 N 3632) -
e BLY 60 Iew = 15 3A
NPN-Planar-Epitaxial- Ieeos 250 pA bei Uge = 30V Pt =116 23 w
Transistoren B = 5..110 bei Uge= 5Vilo= 1A & = 2200 °C
filr Sender-Endstufen fr = 400 MHz beiUg= 28V, ;=250 mA
P, =2 135 W bei Uge = 28V, I = 630 mA,
n oz 10 % } £ o5 115 MHs, P, =35 W | Rmo =15 T8grd/W
T Kennwerte Grenzwerte
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I Kennwerte Grenzwerte
B = 10 . _ _ BLY83 84
f = 250 MHz } beilUce= 5V, Ic=1A Urs = 8 20V
BLY 83 BLY 83 UEEO = 4 ]
BLY 84 Pz TW bei Uge = 13,8 V, f“" - ﬁ
NPN-Transistoren < P;=15W, f=175 MHz Pc;: = 12 W
fiir 175 MHz-Sender BLY 84 & = 150 °C
P,z 13W bei Uce = 138 V,
P, =4W, f=175 MHz Rie =5 grd/W
B z 10 —_— ~ BLYSS 97
f 5 250 MHz}be.ucf_ 5V, I = 200 mA Vo =20 33V
BLY 85 8o
BLY 85 Ueso = 4V
BLY 97 P,z 4W y beilUs =138V, loav =1 &
NPN-Transistoren n z 60% J P, =04 W, f=175 MHz P‘iﬂ: - 0 0w
X 01
fiir 175 MHz-Sender BLY 87 8, = 150 °C
P,z 4W } bei Uge = 24 V,
n z 60% P, =02 W, f=175 MHz Rie = 125 grd/W
. Ucso = 3%V
B 2 5 bei Ugg =5V, I¢ = 500 mA Uero = 18V
8, = 200°C
BLY 87
Iceo = 5mA  beilUg= 14V BLY 87
Ucgsats 05V . beilp =500 mA, Iz =100 mA Icay = 125A
BLY 87 fr = 700 MHz bei Uge= 10V, I =350 mA Icw = 375A
P, = 8W | beilUg =135V, Pt = 16 W
BLY 88 n z 0% } P, s1 W, f=175 MHz - -
BLY 89 Rie = 11 grd/W
NPN-Planar-Epilaxial- BLY 88
Transistoren Igo = 10mA  beiUge= 14V BLY 88
fiir 75 MHz-Sender Ucgsar s 03V bei I, =500 mA, I = 100 mA Icav = 25A
fr = 700 MHz bei Ugg = 10V, Ip=700 mA Iey = 15A
P, = 15W } bei Uge = 13,5V, Pt = 29 W
n z 65% P;=265W,f=175 MHz Rno = 6 grd/W
BLY 89
Iceo = 10mA  beiUge= 14V ?“ & . 35A
Ucesar = 03V beil, =500 mA, I, = 100 mA oA 0 A
fr = 7100 MHz beiUge= 10V, Io= 1A £ = aw
P, = 2BW } bei Uge = 13,5V, tot =
n z 70% J P,=5715W, f=175 MHz R = 4 grd/W
Trp Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
. Ueso = 65 V
B z 5 bei Uge =5V, Io = 500 mA ’c“ - 233 v
BLY 91 o <
Iceo = 5mA  beilUge= 28V BLY 81
Uceear = 05V beil, =500 mA, I =100 mA Ioav = 075 A
BLY 91 fr ~ =500 MHz bei Use= 20V, I, =200 mA Iy = 225A
BLY 92 P, = 8W } bei Uge = 28V, Pt = 16 W
BLY 93 n z 50% P,=05W, f=115 MHz Roo = 11 grd/W
NPN-Planar-Epitaxial- BLY 92 BLY
Transistoren Iceo = 10mA  beilUce= 28V 2
1iir 175 MHz-Sender Ucerars 03V beile =500 mA, Ig=100 mA leav = 15 A
fr =500 MHz bei Ugz= 20V, I;=400 mA em = 45A
P, = 15W } bei Uge = 28V, Pt = 29 W
n z 55% J P, =15W,f=175MHz Rmo = 6 grdW
BLY 83
Iceo = 10mA  bei Uge = 28V ?“ 83 2 A
Ucgsat= 03V beilp =500mA, =100 mA g = 6 A
fr = 500 MHz bei Uge= 20V, I; =600 mA A - “w
P, = 23W | beilUg= 28V, tot =
n > 60% J P,s29W,f=175 MHz Rme = 4 grdW
Nicht fiir Neuentwicklungen +U 0V
) ps =
BSV 22 Ipsy = 50 nA  beilUps= 15 V, -Ugs=15V -Ugs = 30 V
N-Kanal-M0S- Ipss =2 (150??) ;Z‘A :e: Zns = 38 Vv, Zas = 12 v “Ugp = 30 V
. : Ies = el Ups= U, 6s = E3/ = 50 mA
Feldeffekt-Transistor fooen = 200 R beilUgs= 5V, Ip =10 pA sz - 200 mW
(Yerarmungstyp) fosaus = 20 MK bei Ups=100mV, -Ugs= 5V 8 =125 °C
fiir Mefzerhacker
(Chopper) Ry =05 grd/mW
BSV 52 Icgo s100nA  bei Ugg=10V Uego = 20V
NPN-Planar-Epitaxial- chm s igg "‘:// :3! ;a = ;g mﬁ ;s 3°g l-‘AA ycsn = ;g VA
Transistor fiir schnelle CEsor £ 400 M elfe =30mA, lg="om cav. = m
logsche Schaltungen B 'z 2 bei Uge= 1V, o= 1mA Iew = 200 mA
in DU d Dicil B z 40 bei Uge= 1V, Io= 10mA P = 110 mW
n :‘c‘;';:'umn iim- B =z 25 bei Ugs= 1V, Ic= 50 mA 8, =125°C
fr = 400 MHz bei Uge =10V, Io= 10 mA Rmy =00 grd/mW
U = 100 V
Icgo = 10pA  beiUgg=60V ceo
BSV 64 Ugsrs 1V beil, = 5A,Ig=05A }"’” - sgx
NPN-Planar-Epitaxial- B = 40 bei Uge = 2V, ,c - 2A ;u oW
Transistor fr = 100 MHz bei Uge= 5V,Ic=05A o Z 200 °C
fiir Schalteranwendungen J
R",G = 509rd/W
Ry =200 grd/W
e Kennwerte Grenzwerte
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L[] Kennwerte Grenzwerte
~Uggo = 120 V
. -U, =100 V
BSV 68 lono 5 20 kA bei ~Up = 100 V. Usge = 5V
PNP-Planar-Epitaxial- v = I ay = 100 mA
Transistor B z 50 bei -Ugg = 5V, ~Ioy = 200 mA
2ur Steuerung von . o = 25 mA pow = 20 M
Liffern-Anzeigerdhren a'J" = 175 °C
Ry = 05grd/mW
BSY 78 BSY 719 BSV 80 tUps = 40V
BSV 78 Iss = 50 2 10 mA “Ugso = 40V
BSV 79 bei Ups = 15 V, Ugs = 0 ;ero = 40V
BSV 80 “Up = 37511 2-7 1-5 V gz 323 :C/
Symmetrische v bei UDS12=515 Vil ;o; nA 75 mV 3, = 200 °C
N-Kanal-Sperrschicht- DSein = m
Feldeffekt-Transistoren bei I, = 5 mA, Ugs = 0
fiir Schalteranwendungen | osein S 25 40 60 @ Rpy = 05grdimW
bei Ip = 0, Ugs = 0
Ups = 30V
U, = 30V
BSV 81 losy = 1A beiloe 10V, -Uss - 5V +Upg = 10V
. -MOS- sov = n el Usp = »=Ugp = 1, = 50 mA
”: ;’:""'“s. tloss = 10 pA bei Uss =10V, Ups = 0 £Y 2 50 mA
eldeffeki-Transistor Tosem =50 2 bei+Ups = 5V, Ups = 0 Po < 200 mW
(Verarmungstyp) fpsaus 2 10 GR bei -Ugs = 5V, Ups =10V 3 = 125 °C
flir Mefzerhacker *
Ry = 05 grd/mW
UcEsar = 0'2 \ H =150 mA, Iz = 15 A st“ 01 88
BSV 86 Useoor 5 13 V ) beilo mA e = Tom Ucso = 75 75 60V
BSV 87 fr z 100 MHz bei Uge= 10V, Io= 50 mA Uceo = 30 30 25V
7] =775V
BSV 88 BSY 86 Eso
N, e’
NPN-Planar-Epitaxial- B = 100-300  bei Uce = 10V, [Io=150 mA chV = 113,3 2
Transistoren cM = »
fiir Verstarker- und Bsvar . Pt = 220 mW
mflﬂ ar! E:I un B = 40-120 bei Uge = 10V, Ip =150 mA 8, = 125 °C
alteranwendungen
v BSY 88
B > 3 bei Uge = 10V, I =150 mA Ripy = 0,45 grdimW
Typ Kennwerte Grenzwerte
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) /] Kennwerte Grenzwerte
Usgo= 40 V
BSW 33 Iso < 05pA  bei Ugg=20V Zm = 352 x
NPX-Planar-Epitaxial- Usgaor =300 MV L poor 40 mA I = 80~
Tansater ?Bsm - % ;\{‘} bel Uc 10: ,;s 0,33 mA ,ﬁ”‘ = ;42)(5) nT\‘/Av
filr schn T = z beilUcg= 5V, Io=10 mA tot = N
schnelle Schalter B =60...180bei Usg= 0, -Iz=10 mA 4 = 125 C
R”,u = 06 grd/mW
v UCBO = 40 v
BSW 41 foao 5 05 A bellcg = 30V Useo = 25V
NPN-Planar-Epitaxial- Uz::: 18V } bei [p =500 mA, Ig = 50 mA 7550 = 503 VA
s 1, e _ m
" 'I’“‘?:"‘:‘" Bz 3 boi Ue = 10V, Io= 10mA | Pu = 1 W
| “f ':l: L “iﬂ:l B z 20 bei Uge = 10V, I =500 mA | &, = 200 °C
n Magnetkernspeichern fr 2 250 MHz  beiUgg = 10V, I = 50 mA z,,,e = 0,175 grd/mW
wyu = 0,5 grd/mW
Icgo s 04 pA  beiUgg= 20V
BSW 58 Ucgsar 5 0,25 V } beil, = 10mA, Ip= 1 mA BSW58 BSW 59
BSW 59 Usesar = 0'82 x '8 Ucgo = 40 oV
= o =
NPN-Planar-Epitaxial- Ut (1)'5 v } bei I =100 mA, /g = 10 mA U:z 0P 5 12&
Transistoren B -
BSW58  BSWS59 lew = 500 mA
filr schnelle Schalter B > 40 60 bei Io = 10 mA Pt = 125 mW
und Breitbandverstarker B z 20 30 bei I = 100 mA 4 = 125 °C
fr z 400 500 MHz bei /o = 10 mA Ry = 0,6 grd/mwW
Icso =01 pA  bei U= 40V Z‘;’:: X ‘6
BSW 65 Zﬁi: 04 x }bei Io =500mA, Ip= S0mA | UYeso = H X
sat = b CAV =
NPN-Flanar-Epitaxial- Uckset S 10 V bei I. = 1A In-150 mA Iew = 2 A
Transistor Uperet S 12 V c = v fg=10m P = 5 W
filr Schalteranwendungen | g > 30 bei Ugs= 5V, Io=500mA 8, = 20 °C
B z 15 bei Ugg= 5V, Ic= 1A Rpy s 220 grd/W
fr = 80 MHz bei Ugg= 20V, Io=100mA Rme = 35 grd/W
BSW BSW BSW
Icgo =01 pA bei 0,5 Ucg o max & §
BSW 66 Ucgo = 100 120 150 V
Ucgsar s 0.4 V }bei I, =500mA, f5= 50 mA Uceo =100 120 150 V
BSW 67 Upesat s 11V ’ ;JE“ - ? X
CAV =
BSW 68 chm =10V }bei Io. = 1A, Iz=150 mA oM = 2 A
NPN-Planar-Epitaxial- besat 5 1.2 V Pt = 5 w
Transistoren B z 30 bei Ueg= 5V, I=500mA |ED = 5 mWg
um Schalten B z 15 bei Ugg= 5V, Io= 1A & = 200 °C
induktiver Lasten : Ry = 220 grd/W
f, = 80 MHz bei Ugg= 20V, Ico=100 mA thy = gr
4 z cs e= MR R = 35 grd/W
1) Abschaltenergie
bei L = 150 mH
T Kennwerte Grenzwerte
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Tp Kennwerte Grenzwerle
gm s 1;2 pﬁ bei Uge = 150 V Zm = ::g \\;
BSW 69 B8 = H ) CER =
NPN-Planar-Transistor Yse fo.;g v bei Uog = 2V, ~le = 4mA Lf“ - 5g XA
ur Steuerung von Usesar = 4V bei I, = 20mA, Ig= 1mA | P, = 125 mW
Litfern-Anzeigerdhren fr, =130 MHz bei Uy = 5V, -le=10mA | &, = 125 °C
Ry = 06 grd/mW
Iess = 100 A beiUgg= 15V, Ups = 0 " BSX 12 2:” 'f/“
Ucesor = 230 mV o - - ceo =
BSX 12 Uiz AV S bei I =100 mA, Ig= 10 mA Ugeo = 12 15 V
sot = ’ U, = 4 Y]
Ucgsat = 07 V . _ _ EB0
mB?X 1{2' "\I P RY } beil, = 1A, Ig=100mA ,Ipc - ; CV
T | B = % bei Uge = 05V, Lo=100mA | 4™ = 00 o8
. sm'sns ':""!h B z 15 beiUpg= 1V, Io= 1A v
ur speichertreiber f; =450 MHz beiUge = 5V, Ig=100 mA Roa s 3 grdW
i = = thG =
fr > 200 MHz beiUgg= 0,  I; =500 mA RS 2 300 grd/W
Icso =04 pA  beiUgp=20 V Ueso = 40V
BSX 19 Iego = 10 pA  beiUgs= 45V Uceo = 15V
(2 N 2368) Ucpsor 250 mV . _ B Uso = 45 V
beil, =10mA,Iz= 1mA
BSX 20 Uge =850 mV Icy = 500 mA
fr 2400 MHz bei Uge=10V, I = 10mA P = 360 mW
(2N 2369) BSX 19 8, = 200 °C
NPA-Planar-Epitaxial- B = 20...60 beilUg= 1V, Io= 10mA
Transistoren B = 10 bei Uge = 2V, Io=100 mA
fiir schnelle Schalter BSX 20
nd Breitbandverstarker
und 8 s B = 40...120 beiUge= 1V, Io= 10mA Ry =048 grdimW
B z 20 bei Uge = 2V, Io=100 mA Ripe = 0,15 grd/mW
0 Uego = 120 V
Nicht fiir Neuentwickiungen Iego S 02pA  bei Ugg =90V Useo = 80V
Ices s 20pA  bei Uge =80V Ugo = BV
Ucgsar = 07V —_ _ Ioav = 100 mA
BSX 21 Upsog < 12V bei /o = 4mA,Iz=04mA Iow - 250 mA
NPN-Planar-Transistor = 80 bei Uge= 1V, Io= 4mA Pw: = 300 mW
ur Steuerung von B = 55 bei Uee= 1V, Ic= 20mA 8, = 175 °C
Tittern- und Zeichen- fr 2 60MHz beilUce =10V, lc= 4mA Ry =05 grd/mW
Anzeigeréhren Der Betrieb im Durchbruchsgebiet ist bis zu Ugg = 160 V zulassig, sofern bei
einer Umgebungstemperatur &, = 85 °C die Verlustleistung Py, kleiner als
100 mW gehalten wird.
Typ Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
BSX 59,
BSX 59 BSX 58, BSX 60 BSX 61
BSX 60 BSX60 BSX 61 anoj % 704 x
BSX 61 Icso = 05  O05pA beilUgy= 40V oo s 5 5 M
- Ucesars 03 05V  beil =150mA, Iz = 15mA|Yeso
lll'll-l’lana.r-fmlaml- Ucer= 1,0 13V beilp = 1A, Ig=01A I, = 1 A
Transistoren Bz 3 30 bei Use= 1V, Io=150mA|ls = 280 va
fir Treiberstufen B =z 25 20 bei Uge = 5V, Io= 1A ';m : g og rr(':
in Magnetkernspeichern | fr = 250 250 MHz bei Ugg = 10V, Ic= 50 mA| %Y
Ry s 220 grd/W
Riyg= 35grd/W
BSX68 BSX63
, i Ugg =20V -

BSX 68 Icgo = 0,5 pA bei Ugg Zgz: T 30 20\6
BSX 69 BSX68  BSX . | Veoo - 50 v
NPN-Planar-Epitaxial- Ucgsor = 250 200 mV beilo =10mA, I5=033mA | [, = 100 mA

mnsim‘:e“ B =30...300 60...180 beiUog=0, -Ie=10 mA| [, = 200 mA
fiir Schalteranwendungen | = 2 35 beiUop =0, ~fe=50 mA| Py = 150 mw
0 ooz 115 175 MHz bei Ugg =5V, -I; =10 mA |3, = 125  °C
Ripy = 0,6 grd/mW
Nicht fiir Neuentwicklungen
U, =
BSX 82 sy s 50 nA beilUps= 15V, -Ups=15V | Ty 7 O
Ipss =2(s30) mA beiUps= 30V, Ug = 0 D w v
N-Kanal-MoS- X ) 3
Feldelfekt-Transisto fes = 100 @  beilUps= 0, Ugs =15V . - 50 mA
Ellext-Transistor Toswn = 200 R beilgs= 5V, I, =10pA | B2 T, [
(Yerarmungstyp) osaws = 20 MS bei Ups =100 mV, -Ugs = 5V A Z 1%
fiir MeBzerhacker K
(Chopper)
Ry =04 grd/mW
Icgo = 10 nA bei Ugg= 60 V U = 5V
BSX 95 Icgo =100 pA bei Ugg= 15V Uggo = 30V
BSX 96 Uoesae 202V Y poif, =150 mA, Ip = 15 mA Uego = TV
i Uggsar = 13 V cav = 05 A
'"’"-I'"'m""ﬂ’“"'ﬂ" + 2100 MHz  bei Uge = 10V, Ip=50mA Iew = 1A
ransistoren P = 3W
filr Verstarker- und BSX 85 BSX 96 8, = 200°C
= 40...120 100...300
Schalteranwendungen .
bei Uge=10V, Io=150 mA 7 P
_ me = grd/W
B = 35...150 70...300 Z 20 Sarw
bei Uge=10V, Ic= 5 mA thy = q
/] Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Nicht fiir Neuentwicklungen
) Ucgo = 40 V
BSY 19 Icgo i 25 nA be! chf 20V i} Uceo = 15V
Ucesar = 04 V beil, =10mA, I 1 mA - 5V
(2 N 708) B =30...120  beilce= 1V, Io=10mA 1580 C 200 mA
NPN-Planar-Epitaxial- fr 2z 300 MHz bei Uge=10V, I =10mA Po = 12 W
Transistor < 8, = 200 °C
fiir Breitbandverstarker
und schnelle Schalter Ry = 0,48 grdimW
Reyo = 0,145 grd/mW
Nicht fiir Neuentwicklungen
Icgo =10nA  bei Ugg =45V Uego = 45V
2 N 929 Iepo = 2nA  beilUge= 5V Ugo = 45V
Ucgsor= 1V beil, =10mA, Iz=05mA Ugo = 5V
2N 930 fr 250 MHz bei Ugg = 5V, Ig=05mA Ieay = 30 mA
NPN-Planar- ) Iom = 60 mA
Transistoren 2N 929 ZNS30 P = 300 mW
fiir NF-Verstarker B = 40...120 100 ... 300 bei /o = 10 pA 8, = 175 °C
B z 60 150 bei Ip = 0,5 mA
B = 60...350 150...600 bei /o= 1 mA
F = 25(s4 2 (s 3) dB bei Ip = 10 pA Ry =05 grd/mW
Icgo = 10 nA  bei Ugg = 50V
fr = 250 MHz bei Uge = 20V, I, = 20 mA 2N2218 ...A
2N 2218 2Nz218 2N 2219 2N 22188 2W2219m |, ZNZZ9 ...
2N 2218A Yot sor = 04 04 03 03V o 4V
Upgsot S 1,3 13 13 13V vEe D % 5V
2 N 2219 bei Io = 150 mA, Ip = 15 mA 02 T80  mA
ZN22108 | bews g8 ge go 0¥ A 4 W
NPN-Planar-Epitaxial- BEsat = ) ! s ) s = 175 e
Transistoren fiir HF-Verstarker bei Ic = 500 mA, I = 50 mA
und Schalter B z 40 100 40 100
bei Uge = 10 V, I; = 150 mA Ry = 188 grd/W
B z 20 30 25 40 Rie = 50 grd/W
bei Uge = 10 V, I, = 500 mA
T Kennwerle Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Icso = 10 nA  bei Ugg=50V
fy . 2 250 MHz bei Ugs = 20 V, I5 = 20 mA g:gg e
2 N 2221 2N2221 2N2222 2N 22210 2N2222R | Ugpo= 60 75V
2N 2221A Ucesar = 0,4 0,4 03 03 V | Uggo=30 0V
2 N 2222 Voest & o on s s mn 2l e S VA
< 1 Ip = s Ig = [ =
222228 |yt T e gy el
NPN-Planar-Epitaxial- BEsat Z ] | \ ! y =
Transistoren fir HF-Verstarker bei I = 500 mA, /p = 50 mA
und Schalter B = 40 100 40 100
bei Uge = 10 V, Ip = 150 mA Ry s 0,3 grd/mW
B 2 20 30 2 40 Rug s 83 grd/W
bei Uge = 10 V, Ip = 500 mA
Icgo = 10nA  bei Ugg =45V Uego = 60V
2 N 2483 Uckror 5350 mV beil; = 1mA, I =100 A Uoeo = 80V
2 N 2484 f =z 60 MHz bei Use= 5V, Ic= 05mA 75‘" = sg vA
|| . = m
NPH-Planar 2N 2483 2N 2484 P 2 30 mw
Transistoren B - 40...120  100...500 bei o = 10 A 5, = 200 °C
fir NF-Verstérker B = 100 200  beilp = 0,5 mA
B = 80...450  150...900 bei [ = 1mA
F = 4 3 dB beilc= 10 pA Ry = 0,48 grd/mW
N -

2 N 2904 Ucesar = 04V } bei I, = 150 mA, -Ip = 15 mA 2N 2904 2N 2904A
2 N 2904 A -Zssm s 1,33 2N 2905 2N 2905A
2 N 2905 ey | beilo =50mA fp-s0mA | “Uoso= €0V
2 N 2905 A fr 2200 MHz bei ~Uge = 20V, I =50 mA 252 08 A
PNP-Planar-Epitaxial- 2N2004 2N2904A 2N2%05 2N 2905R :wr = 203 V(V:

Transistoren B =40...120 40...120 100...300 100...300 [ v =
fiir HF-Verstarker bei ~Ugg =10 V, -I; = 150 mA
und Schalter Bz 2 40 30 50 Ry 2292 grd
bei ~Ugg = 10 V, ~I¢ = 500 mA the = 98gr
2 N 2906 -Zcf,n,fg,w } bei —Ip = 150 mA, ~I5 = 15 mA 2N 29306 2N 2906A
2N 2906A _UBEsul; :sv 2N 2907 2N2907R
2 N 2907 TS ey | bei-I; =500mA,-Iz =50 mA “Yoso- 60 60\‘;
sat = y - =
2 N 2907 A fr 2 200 MHz bei -Uge = 20V, -l =50 mA 22 08 A
PNP-Planar-Epitaxial- 2N2906 2N2906A 2N2907 2N290TA | P = 1.8 W
Transistoren -40...120 40...120 100...300 100...300 | % = 200 °C
fiir HF-Verstarker bei ~Ugg = 10 V, -1 = 150 mA
und Schalter z 2 40 30 50 R W
bei ~Uge = 10 V, -I¢ = 500 mA e = 31 gn
Typ Kennwerte Grenzwerte
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T Kennwerte Grenzwerte
Igss = 05 nA bei -Ugs = 20V Ups = 30V
Ipss = 4...20 mA bei Ups = 15V U = 30V
2 N 3823 ~Ugs =10...715V bei Ups = 15V, ~Ugs = 30V
- K icht- Iy, = 400 p I = 10 mA
N-Kanal-Sperrschicht U = 8 V beilUps = 15V Por = 300 mW
Feldeffekt-Transistor o ) . P - 200 °C
Y21s| = 35...65mS bei 1kHz } bei Ups =15V, v =
Y21s| 2 32 mS bei 200 MHz Ugs= 0
Ry = 059 grd/mW
B z 5 bei Uge = 5 V, Ip = 360 mA Uego = 55V
2 N 3866 fr =700 MHz bei Uge = 15 V, Ip = 25 mA Uggo = 3DV
Uggo = 35V
NPN-Planar-Epitaxial- P = 18 15 1.0 W I, = 400 mA
Transistor bei Z 2 gg gg ;g ‘\’/" Pot = 5 W
fiir Senderstufen Ic“ - 107 107 79 mA &, =200 °C
bis 400 MHz P, = 50 100 100 mW
fo= 100 250 400 MHz Ruye =35 grd/W
lleso = 20nA  bei-Ug= 60V “Ueso = %V
Uck sat = 0,65 V Uoro - 65V
2 N 4036 ~Yegsa £ 0, } bei-Ic =150mA, -5 = 15mA “Uggy = 1V
'UﬁEut = 14 v -lc = 1A
PKP-Schalttransistor B —40...140 bei -Uge= 10V, -l =150 mA Po = TW
fr > 60 MHz bei-Ugg= 10V, -I;= 50 mA 8, = 200 °C
Rie = 25 grd/W
B =z § bei Uge = 5V, Ip = 360 mA Ugo = 4OV
2 N 4427 fr =700 MHz bei Uge = 10 V, I = 25 mA Ueo = 20V
P. 1,0 04 W Uego = 2V
NPN-Planar-Epitaxial- 2 = / M I = 400 mA
Transistor boi B o ?g fg v P = 35 W
flir 175 MHz- und ,c“ - 167 67 mA 8, =200 °C
470 MHz-Senderstufen P, = 100 100 mW
fo= 175 470 MHz Ripyo = 35 grd/W
T Kennwerle Grenzwerte




ADY 26, ADZ 11, RDZ 12:

Gehéuse : Metall, JEDEC T0-36, 36 A 2 nach DIN 41879
Der Kollektor ist mit dem Metallgehduse verbunden.

4
1
S |
i

i
¥
2

AFY 16, BFW 30, BFX 89, BFY 90:

Gehause: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876
Der Anschlufl s ist mit dem Geh&use verbunden.

370
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ASY 26, ASY 27, ASY 28, ASY 29, ASY 173, ASY 74, ASY 75, ASY 76,
ASY 77, ASY 80, BCY 38, BCY 39, BCY 40, BCY 54:
Die Basis Ist mit dem Geh&use verbunden.

BCY 30, BCY 31, BCY 32, BCY 33, BCY 34:
Alle Elektroden sind vom Gehéuse isoliert.

Geh3use : Metall, JEDEC T0-5, 5 A 3 nach DIN 41873
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ASZ 15, ASZ 16, ASZ 17, ASZ 18,
BDY 20, BDY 38, BDY 60, BDY 61, BDY 62, BDY 90, BDY 91, BDY 92,
2 N 3055:
Gehéuse: Metall, JEDEC T0-3
Der Kollektor ist mit dem Gehause verbunden.
fom max 26.2 »iqv_ _Jdh H,_NM_I
IS
i ; T
,..m,, ) A°Y
. | 8
M a n'S S
s 83 2
D ete-) 53| | "
1
| 4 L
| ¢ ~
. >
_ L
E 109%02 =— B ~d-
Typ Hohe h Flanschdicke d
ASZ 15
nww ““ max. 7 max. 3,4
ASZ 18
““« % w :_ux..o.u max. 0,9
BDY 60
BDY 61 max. 7 max. 0,9
BDY 62
BDY %0
BDY 91 max. 9,5 max. 3,4
BDY 92
2 N 3055 max. 9,5 max. 0,9
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BCW 29, BCW 30, BCW 31, BCW 32, BCW 33,
BFS 17, BFS 18, BFS 19, BFS 20, BSV 52:
Gehause: Kunststoff (SOT-23)

- 29max -
01 - 19 -
~ o <095 =
Y D o
P B
_ bl £ s | ¥
L]
£
A okow..:.: o -,
L ¢ v
= ] :
~085max-=- - 2043max
~105max™

BCW 46, BCW 47, BCW 48, BCW 49, BCW 56, BCW 57, BCW 58, BCW 59,
BSV 86, 87, 88, BSW 33, BSW 58, BSW 59, BSX 68, BSX 69:
Gehause: Kunststoff (SOT-33)

*max6,7 mw
7 1t
- N H«. ﬂw
B
. W,
ot
min.2,3
VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE 373
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min. 12,7 je—

i
le-172

BCY 56, BCY 57, BCY 58, BCY 59, BCY 70, BCY 71, BCY 72, BCY 78,
BCY 79, BSY 68, BSW 41, BSX 19, BSX 20, BSX 21, BSY 19,

2N 708, 2 N 929, 2 N 930, 2 N 2221,

2N 22211, 2 N 2222, 2 N 22221, 2 N 2368, 2 N 2369, 2 N 2483,

2 N 2484, 2 N 2906, 2 N 2906 A, 2 N 2907, 2 N 2907 A:

Gehéause : Metall, JEDEC T0-18, 18 A 3 nach DIN 41 876

Der Kollektor ist mit dem Gehause verbunden.

374 VALVO. HALBLEITERBAUELEMENTE

BCY 87, BCY 88, BCY 89:
Gehéuse : Metall, JEDEC T0-71

BFR 63, BFR 64, BLY 53 A, BLY 83, u:.e? BLY 85, BLY 97:
Gehéuse: Kunststoff

VZ720070

VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE
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BFS 21, BFS 21 A:

Gehause: 2 x JEDEC T0-72

2x 18 A 4 DIN 41876 v mit S-Khlschelle

NN
w__,
w

-2

= VD72 0048
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BFS 22, BFS 23, BFS 82, BFS 83, BFS 84, BFS 85, BFW 16 A,
BFW 17 A, BFW 46, BFW 47, BFY 50, BFY 51, BFY 52, BFY 55,
BFY 67, BFY 67 A, BFY 67 C, BFY 68, BFY 68 A, BLY 33, BLY 34,
BSY 64, BSW 65, BSW 66, BSW 67, BSW 68, BSX 59, BSX 60,
BSX 61, BSX 85, BSX 86,

2N 1613, 2N 1711, 2N 2218, 2N 2218 A, 2 N 2219, 2N 2219 A,
2N 2297, 2N 2904, 2 N 2904 R, 2 N 2905, 2 N 2905 R, 2 N 3553,
2N 3866, 2 N 3924, 2 N 4036, 2 N 4427:

Gehéuse : Metall, JEDEC T0-39, 5 C 3 nach DIN 41873
Der Kollektor ist mit dem Gehause verbunden.

"
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BFS 28:
Gehause: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876

BFW 10, BFW 11, BFW 61, 2 N 3823:
Gehause: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876
Der AnschluB s ist mit dem Gehause verbunden.

Source S und Substrat B sind mit dem Gehause verbunden.

378 VALYO HALBLEITERBAUELEMENTE

BFW 82:
Gehause: Kunststoff (SOT-37)

B s
bl e AN\ e

r e

|
Flai:ILALas\-_

o_ub { I,!I!m*m
' + vz 720021 I/I\Ilaﬂ

BFW 96, BSV 22:
Gehause: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876
Das Substrat B ist mit dem Gehéuse verbunden.

VALVO HALBLEITERBAUELEMENTE
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BFX 63, BSX 82:

BLY 37, BLY 38, BLY 76:
Gehiuse : Metall, JEDEC T0-12, 5 C 4 nach DIN 41 873 Gehause: Kunststoff (SOT-36)
Das Substrat B ist mit dem Gehause verbunden. s
. =
+a~w ﬁw& -0 kel e
& 4 T O.e ) §  8-32UNC ‘wm
8 w = 28 Aﬂx
' % = . T
m == 7,9+
T H | 12 |
T:ﬁx.m.m.fi:._w.ul 0 ||uwm ”
VY 720023 - :.r—l -~
BLY 35, BLY 36, BLY 55, BLY 57, BLY 58, BLY 59, BLY 60,
2 N 3375, 2 N 3632, 2 N 3926, 2 N 3927: BLY 87, BLY 88, BLY 89, BLY 91, BLY 92, BLY 93:
Gehause : Metall, JEDEC T0-60 Gehause : Kunststoff (SOT-48)
max. max. max. 15
jl:.m —>ta-768 4 [w— .
E 0,127
$6,35
IIIII = | B g c « 8-32 UNC *:
| % 28 _
lllll a | } A
10-32UNF 2A ﬂ
| - 8 —
! E 12,0
. ‘l_—.»"
ek Y {3
” -k 575
L
25min wnoz fmax
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BSY 78, BSY 79, BSV 80:
Gehéause: Metall, JEDEC T0-18, 18 A 3 nach DIN 41876

Das Gate G ist mit dem Gehéause verbunden.

9 048

gx

% S3max ’ 12,7min *Al

VA720035.

BSV 81:
Gehause: Metall, JEDEC T0-72, 18 A 4 nach DIN 41876
Das Substrat B ist mit dem Gehause verbunden.
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BSW 69:
Gehiuse: Kunststoff (SOT-33), BEC

BSX 12, BSX 12 A:
Gehiuse : Metall, ~ JEDEC T0-39 (reduzierte Héhe)

Der Kollektor ist mit dem Gehause verbunden.
©
S,
15

€ _of 3 4 127min
VX 720084
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